Cwiczenie 19

Temat: Wzmacniacz JFET i MOSFET w ukladzie ze wspolnym zrédiem.

Cel ¢wiczenia: Wzmacniacz JFET w ukladzie ze wspolnym zZrodlem.

Zapoznanie si¢ z konfiguracjg polaryzowania tranzystora JFET. Pomiar charakterystyk statycznych i dynamicznych
wzmacniacza z tranzystorem JFET pracujacego w uktadzie OS. Czytanie schematow elektronicznych, przestrzeganie
zasad bhp podczas montazu elementoéw.

INSTRUKCJA DO WYKONANIA ZADANIA

Przestrzegaj zasad BHP przy pomiarach elektrycznych. Zachowaj ostroznos¢ w czasie ¢wiczenia. Sprawdz
stan elementow zastosowanych w ¢wiczeniu oraz narzedzi.

Ponizej wymieniono trzy najwazniejsze parametry tranzystora JFET:

1. gm (transkonduktancja) :ﬂk/ds =constans = 1@
oVgs

oVds Vgs Vgs
: _——\Vgs=constans = ——Nds=0=—-Vgs =K
2. rd (rezystancja drenu)= Sid id id
3. p (wspodlczynnik wzmocnienia) = —ovds id =constans = vds id=0= Vds id=K
—oVds Vgs Vgs

W powyzszych trzech wzorach symbole Id, Vgs 1 Vds oznaczaja odpowiednio:

id: prad drenu (przy matych sygnatach przemiennych)

Vgs: napiecie przemienne przytozone miedzy bramke a zrodlo (maty sygnat)

Vds: napigcie przemienne generowane w uktadzie dren D i zrodto S.

Uklad polaryzacji tranzystora JFET

1. Konfiguracje polaryzacji ustawionej na stale tranzystora JFET przedstawiono na rys. 9-1-1.

(1) Na rys. 9-1-1(a) przedstawiono uktad polaryzacji ustawionej na state dla tranzystora FET z kanatem typu p, w
ktorym wynikiem przytozenia napigcia Vpp jest napigcie Vps I prad Ip, a efektem przylozenia napiecia Vg jest
napiecie Vgs. Na rys. 9-1-1(b) przedstawiono charakterystyke drenu punkt pracy. Z rownania drugiego prawa
Kirchhoffa dla uktadu wyjsciowego Vdd = Id * Rd + Vds mozna wykresli¢ prosta obcigzenia dla sygnatu statego i
umiesci¢ (wybrac) na niej punkt pracy.

(2) Gdy Ip =0— Vpp = Vps (punkt A)

(3) Gdy Vps=0—Ip=Vpp/Rp =20V /25kQ=8mA (punkt B)

Linia prosta taczaca punkty A, B i C jest prostg obcigzenia dla sygnatu statego.

(4) Poniewaz I = 0 (Ri jest bardzo duza), zatem Vrg =~ 0 V, a Vgs = Vg — Vs = Vg = 2V

Potozenie punktu pracy mozna uzyskac obliczajac wspotrzedne punktu przecigecia Q prostej obcigzenia dla sygnatow
statych z krzywa odpowiadajaca napigciu Vgs =2 V.

Wspotrzedne punktu Q (Vpsg, Ipg ), mozna tez obliczy¢ z ponizszych dwoch rownan:

Vbso = Vop — Ipbg Rp

Ing = Ipss (1-Veso/Vp)?
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(a) Uktad polaryzacji (b) Charakterystyka wyjsciowa
Rys. 9-1-1 Uktad polaryzacji statej tranzystora JFET z kanatem typu p
2. Zrédlo konfigurowania polaryzacji automatycznej tranzystora JFET: jak przedstawiono na rysunkach 8.2

(@) (b).



(1) Gdy do drenu jest przytozone jedno napigcie zasilania Vpp, to mozna uzyskac¢ automatyczng polaryzacje bramki i
zrodta tak, ze efektem tego bedzie powstanie adekwatnego punktu pracy.

(2) Poniewaz rezystancja wejsciowa Ri jest bardzo duza, zatem Ig = 0, Vrg =0 = Vg, Vs=Is* Rs =~ Ip * Rs,
VG-VSZO—Vs:-|D*R5

(3) Wykreslanie prostej obcigzenia:

a. Zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa dla uktadu wyjsciowego: Vdd = IdRd+Vds+IdRs

b. Gdy Ip=0, Vps = Vpp =12V (punkt A)

C. Gdy Vps=0,t0 Ip=Vpp / (RD + Rs) =12 VI3 kQ =4 mA (punkt B)

d. Linia prosta tagczaca punkty A B jest prosta obcigzenia dla sygnatow statych.

Punkt pracy lezy w miejscu przeci¢cia si¢ tej prostej obcigzenia z krzywa dla Vgs.
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Rys. 9-1-2 Uktad polaryzacji automatycznej tranzystora FET
3) Konfiguracja polaryzowania tranzystora JFET za pomoca dzielnika napi¢ciowego:
Na rys. 9-1-3 przedstawiono uktad dzielnika napigciowego dla tranzystora JFET, w ktérym nie ma innego ustawienia
napiecia Vg niz warto$¢ 0, rozwigzania rownania dla napigcia Vgs 1 pradu Ip sg takie same jak réwnan dla polaryzacji
automatycznej.

R2
V=V —
¢ "PPR1+R2
Ves = Vg - Ip *Rs

V
IDQ=|DS(1_ \G/SQ)Z

Vpo=16V

Rys. 9-1-3 Uktad polaryzacji z dzielnikiem napigciowym tranzystora JFET

Tranzystor FET typu moze pracowa¢ w trzech konfiguracjach wzmacniania (analiza dla matych sygnatow). Te trzy
konfiguracje wykorzystuje si¢ tez do konstrukcji wzmacniaczy z tranzystorami FET:
1. Wspolne zrodto (OS)
2. Wspolny dren (OD)
3. Wspdlna bramka (OG)
Wzmacniacz JFET w ukladzie OS
Na rys. 9-1-4 przedstawiono wzmacniacz JFET pracujacy w uktadzie wspolnego zrodta (0S).
A, = Vo _ —HRy _ gm Rd’ Rd’ =rd//Rp

V; rd+R,

Zo = rd+(1+p)Rs, 70’ = RpllZo, pu=gm *rd

Faza sygnatu wyjéciowego jest przesunieta w stosunku do sygnatu wejsciowego o 180°
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(a) Uktad wzmacniacza (b) Uktad zastgpczy dla sygnatow przemiennych
Rys. 9-1-4 Uktad wzmacniacza JFET pracujacy w uktadzie wspdlnego zrodia (OS)

Tranzystor FET pracujacy jako rezystor (zmienny) regulowany napieciem (VVR lub VCR)
Z charakterystyki drenu przedstawionej na rys. 9-1-5(a) mozna wywnioskowa¢, ze: gdy tranzystor FET pracuje w
obszarze przewodzenia, w ktorym napiecie Vpg jest bardzo mate, lecz nadal zalezy od odcigcia, to prad drenu jest
wprost proporcjonalny do napigcia zrodto-dren Vps. Innymi stowy, rezystancja kanatu miedzy drenem a Zrodlem jest
regulowana przez napiecie Vs i tranzystor FET moze wtedy dziata¢ rezystor regulowany napieciem (VVR), w
ktoérym napigcie jest uzywane do regulacji rezystancji.
Na rys 9-1-5(b) przedstawiono fragment wzmacniania obszaru niskonapieciowego gdy tranzystor FET jest
zastosowany jako potencjometr VVR Ze wzgledu na to ze nachylenie kazdej krzywej reprezentuje rezystancj¢ Rds
mozemy tatwo otrzymaé wartosc tej rezystancji o ile funkcja ztacza GS jest regulacja napiecia Na przyktad gdy
Vs = 0, to nachylenie krzywej jest najbardziej strome, a rezystancja jest minimalna; gdy natomiast Vgs = -6 V, to
nachylenie krzywej jest najmniej strome, a rezystancja jest maksymalna. Zmiang stanu rezystancji tranzystora FET w
funkcji napigcia regulacji przedstawiono na rys. 9- 1-5(b) oraz zilustrowano krzywa przedstawiona rys. 9-1-5(c). Jest
oczywiste, ze wraz ze wzrostem napiecia Vgs bedzie wzrasta¢ rezystancja rd, chociaz wzrost ten nie bedzie liniowy.

Obszar pracy wykorzystywany Io{A)
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(c) Krzywa zalezno$ci rd od Vs
Rys. 9-1-5 Stan pracy tranzystora FET uzywany jako VVR



NIEZBEDNY SPRZET LABORATORYJNY

1. KL-22001 — podstawowy modut edukacyjny z laboratorium uktadoéw elektrycznych

2. KL-25005 — modut uktadu wzmacniacza FET

3. Oscyloskop

4. Multimetr

PROCEDURA

A. Wzmacniacz JFET w ukladzie ze wspolnym Zrédlem i polaryzacja automatyczna

1 Ustawi¢ modut KL-25005 na module KL-22001 (modut edukacyjny laboratorium z podstawowych uktadow
elektrycznych), poczym zlokalizowac¢ blok c,

2. Wykona¢ potaczenia postugujac si¢ uktadem pomiarowym przedstawionym na rys. 9-1-6 i schematem
montazowym przedstawionym na rysunku 9-1-7 (z wyjatkiem wtyku mostkujacego oznaczonego symbolem #). Do
modutu KL-25005 doprowadzi¢ napigcie state +12V z zasilacza o napigciu ustawionym na state znajdujgcego sie W
module KL-22001. Rezystor R12 (3,3 kQ) jest teraz rezystorem Rp

3. Postugujac si¢ woltomierzem napigcia statego zmierzy¢ i zapisa¢ w tablicy 9-1-1 napiecia Vps, Vgs | Vp.

4. Do wyprowadzen wejsciowych IN (TP1) doprowadzi¢ z generatora funkcyjnego znajdujacego si¢ w module KL-
22001 sygnat sinusoidalny o czestotliwosci 1 kHz, Do wyprowadzen wyjsciowych OUT1 (TP5) dotaczy¢
oscyloskop.

5. Stopniowo zwigksza¢ amplitude sygnatu sinusoidalnego az do momentu, gdy przebieg wyswietlany przez
oscyloskop jeszcze nie jest odksztatcony. Zmierzy¢ i zapisaé¢ w tablicy 9-1-1 przebieg na wejsciu IN oraz przebieg na
wyj$ciu OUT1. Porownac ze sobg sygnaty wejsciowy 1 wyjsciowy. Obliczy¢ wzmocnienie AV.

6. Usung¢ wtyk mostkujacy taczacy rezystor R12 (3,3 kQ) z drenem. Umiesci¢ w uktadzie wtyk mostkujacy
oznaczony symbolem #, aby zmieni¢ rezystancje Rp z R13 na R16 (6,8 kQ).

7. Przywrocié rezystor Rp = R12 (3,3 kQ) 1 odtaczy¢ kondensator C3 (22 uF), a nastgpnie powtorzy¢ kroki od 3 do 5
niniejszej procedury.

Tabl 9-1-1

. Vopp s inicataz migdzy

g9 [ e I " T " T Ay= "."Q Q-.E. Ik.ﬂillu_d r.‘z mlﬂlryl )
! Vipp  wejsclem a wyjsciem

! Vipp e L LD R EA T

C3 Vos Vs Vi

odlaczony

v
L]

WED

Wy,

e Ve I e | Av= Wopp !R»Illllu Taz g Ty
| Yipp |weisckem a wyjsciem

6,81

WEL

WLL




Rys. 9-1-6 Wzmacniacz FET pracujgcy w uktadzie OS | Rys. 9-1-7 Schemat montazowy (modut KL-25005 blok c)
z polaryzacja automatyczng
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B. Wzmacniacz z tranzystorem JFET ze wspolnym zrodlem i polaryzacja za po moca dzielnika napiecia
1 Wykona¢ potgczenia postugujac sie uktadem pomiarowym przedstawionym na rys. 9-1-8 i schematem
montazowym przedstawionym na rysunku 9-1-9. Do modutu KL-25005 doprowadzi¢ napigcie state +12V z zasilacza
0 napieciu ustawionym na state znajdujacego si¢ w module KL-22001.

2. Postugujac si¢ woltomierzem napigcia statego zmierzy¢ i zapisac

w tablicy 9-1-2 napigcia Vps, | Vg (Voo [ ves | €3 | ves | ve | 3 |
3. Do wyprowadzen wejsciowych IN (TP1) doprowadzi¢ z | s i
generatora funkcyjnego znajdujacego si¢ w module ) '

KL-2200 1 sygnat sinusoidalny o czgstotliwosci 1 kHz. Do Weidcie

wyprowadzen wyjsciowych OUT1 (TPS) dotaczy¢ oscyloskop. ' i

4. Stopniowo zwigksza¢ amplitude sygnatu sinusoidalnego az do .
momentu, gdy przebieg wyswietlany przez oscyloskop jeszcze nie

jest odksztalcony. Zmierzy¢ i zapisa¢ w tablicy 9-1-2 przebieg na pecie
wejsciu IN oraz przebieg na wyj$ciu OUT1. Porownac ze soba T
sygnaty wejsciowy i wyjsciowy. Obliczy¢ wzmocnienie Ay,. B

5. Odtaczy¢ kondensator C3 usuwajac z uktadu wtyk mostkujacy
oznaczony symbolem #, a nastepnie powtdrzy¢ kroki od 2 do 4
niniejszej procedury.

Tablica 9-1-2
Rys. 9-1-8 Wzmacniacz FET pracujacy w uktadzie Rys. 9-1-9 Schemat montazowy (modut KL-25005 blok c)
OS z polaryzacja za pomocg dzielnika napigcia.
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PODSUMOWANIE

Zmierzono dla wzmacniacza JFET pracujacego w ukladzie OS wzmocnienie napigciowe oraz réznicg faz sygnatow
wejsciowego 1 wyjsciowego. Podobnie jak w przypadku wzmacniacza tranzystorowego pracujacego w uktadzie OE
roznica faz sygnatow wejsciowego i wyjsciowego wynosi 180° czyli sygnaly te ,, nie sg w fazie”.

Wzmocnienie napigciowe zalezy od wielkosSci rezystancji Rp. Im wigksza warto$¢ rezystancji Rp tym wieksze
wzmocnienie napi¢gciowe (Ay = gm Rd’, Rd’ = rd/Rp. Ponadto wzmocnienie napigciowe jest tez okreslone przez
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kondensator obejsciowy zrddta. Jesli kondensator ten zostanie odtgczony, to wzmocnienie napigciowe wzmacniacza
OS zmniejszy si¢, gdy zostanie wprowadzone ujemne sprzezenie zwrotne.

WZMACNIACZ MOSFET W UKLADZIE ZE WSPOLNYM ZRODLEM.

Zapoznanie si¢ z konfiguracja polaryzacji wzmacniacza z tranzystorem MOSFET pracujacego w uktadzie ze
wspolnym zroédtem (OS). Pomiar charakterystyk dynamicznych wzmacniacza z tranzystorem MOSFET pracujacego
w uktadzie ze wspdlnym zrodlem (OS). Czytanie schematow elektronicznych, przestrzeganie zasad bhp podczas
montazu elementow.

INSTRUKCJA DO WYKONANIA ZADANIA

Przestrzegaj zasad BHP przy pomiarach elektrycznych. Zachowaj ostroznos¢ w czasie ¢wiczenia. Sprawdz
stan elementéw zastosowanych w ¢wiczeniu oraz narzedzi.

Na rys. 9-3-1 przedstawiono uktad polaryzacji z dzielnikiem napigcia tranzystora MOSFET z kanalem zubozonym
typu n. Uktad ten mozna zastosowac do tranzystora MOSFET zaréwno z kanatem zubozonym jak i wzbogaconym.

RGZ

Voo =Vpp ¥ ————
o o RGl+RGZ

Zgodnie z twierdzeniem Thevenina:
Viso=Vs-Vs=Vg
Vpso=Vop-Ib *(Rs+Rp)

V

IDQ = IDSS *(1_ GS_)Z

VP
+Vop(+12V)

HV:}

Vos{OFF)=-5V
loss=4mA

Rys. 9-3-1 Uklad polaryzacji za pomoca dzielnika napigcia tranzystora MOSFET z kanalem zubozonym typu n.
NIEZBEDNY SPRZET LABORATORYJNY

1 KL-22001 — podstawowy modut edukacyjny z laboratorium uktadoéw elektrycznych

2, KL-25005 — modut uktadu wzmacniacza FET

3. Oscyloskop

PROCEDURA

A. Wzmacniacz MOSFET w ukladzie ze wspolnym Zrodlem i polaryzacja automatyczna.

1. Ustawi¢ modut KL-25005 na module KL-22001 (modut Tablica 9-3-1

edukacyjny laboratorium z podstawowych uktadoéw
elektrycznych), po czym zlokalizowac¢ blok d. Wykonaé CT=224F Cjest odlgczony

polaczenia postugujac si¢ uktadem pomiarowym
przedstawionym na rys. 9-3-2 i schematem montazowym
przedstawionym na rysunku 9-3-3. Do modutu KL-25005 IN
doprowadzi¢ napiecie stale +12 V z zasilacza o napigciu Wejscie e .t - *
ustawionym na state znajdujacego si¢ w module KL-22001.

2. Do wyprowadzen wejsciowych IN doprowadzi¢ z generatora
funkcyjnego znajdujacego si¢ w module KL-22001 sygnat

ouT

sinusoidalny o czestotliwosci 1 kHz. Do wy prowadzen Wyjscie il ——
wyjsciowych OUT dotaczy¢ oscyloskop.

3. Stopniowo zwieksza¢ amplitude sygnatu sinusoidalnego az do AveYoPP

momentu, gdy przebieg wyswietlany przez oscyloskop jeszcze Réinica faz migdey |

wejéciemn a wyjsciem

nie jest odksztatcony. Zmierzy¢ i zapisa¢ w tablicy 9-3-1
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przebieg na wejsciu IN oraz przebieg na wyjsciu OUT. Porownac fazy sygnatow wejsciowego i wyjsciowego.
Obliczy¢ wzmocnienie Ay.

4. Odtaczy¢ kondensator C7 (22 pF), usuwajac wtyk mostkujacy oznaczony symbolem #, a nast¢pnie powtorzy¢
kroki 2 i 3 niniejszej procedury.

Rys. 9-3-2 Wzmacniacz typu MOSFET pracujacy w Rys. 9-3-3 Schemat montazowy (modut KL-25005 blok d)
uktadzie z OS z polaryzacjg automatyczng
12V {2V

?

biok d

B. Wzmacniacz MOSFET pracujacy w ukladzie ze wspolnym Zrodlem z polaryzacjq za pomocg dzielnika
napiecia

1. Wykona¢ potaczenia postugujac si¢ uktadem pomiarowym przedstawionym na rys. 9-3-4 i schematem
montazowym przedstawionym na rysunku 9-3-5. Do modutu KL-25005 doprowadzi¢ napigcie state +12 V z
zasilacza o napigciu ustawionym na state znajdujacego si¢ w module KL 22001

2 Do wyprowadzen wejsciowych IN doprowadzi¢ z generatora funkcyjnego znajdujacego si¢ w module KL-22001
sygnat sinusoidalny o czgstotliwosci 1 kHz. Do wyprowadzen wyjsciowych OUT dolaczy¢ oscyloskop.

3. Stopniowo zwicksza¢ amplitud¢ sygnatu sinusoidalnego az do momentu, gdy przebieg wyswietlany przez
oscyloskop jeszcze nie jest odksztalcony. Zmierzy¢ zapisa¢ w tablicy 9-3-2 przebieg na wejSciu IN oraz przebieg na
wyjsciu OUT. Porownaé fazy sygnatow wejsciowego i wyjsciowego. Obliczy¢ wzmocnienie Ay.

4 Odlaczy¢ kondensator C7 (22 puF) usuwajac wtyk mostkujacy oznaczony symbolem #, a nastgpnie powtdrzy¢ kroki
2 1 3 niniejszej procedury

Rys. 9-3-4 Wzmacniacz z tranzystorem MOSFET w uktadzie Rys. 9-3-5 Schemat montazowy (modut KL-25005 blok d)
OS z polaryzacja za pomoca dzielnika napigcia

+12V +12V
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PODSUMOWANIE

Zmierzono dla wzmacniacza z tranzystorem MOSFET Tablica 9-3-2

pracujacego w uktadzie OS wzmocnienie napigciowe oraz ]

réznice faz sygnalow wejsciowego 1 wyjsciowego. Podobnie jak Tt Criest odlaczony
w przypadku wzmacniacza z tranzystorem JFET pracujacego w v v

uktadzie OS rdéznica faz sygnatow wejsciowego 1 wyjsciowego !

wynosi 180°, czyli sygnaly te nie sa w fazie. Ponadto We';cie g V .

wzmocnienie napigciowe jest tez okre§lone przez pojemnos¢
kondensatora obejSciowego Zrdodta. Jesli kondensator ten odigczy
si¢, to wzmocnienie napi¢ciowe wzmacniacza z tranzystorem

MOSFET w uktadzie OS zmniejszy si¢, gdyz zostanie out
wprowadzone ujemne sprzgzenie zwrotne. Wyjscie ! .
4= VoPp
Ay Vipp

Rétnica faz miedzy
wejsciem 3 wyjéciem




Zespot Szkor Mechanicznych
w Namystowie
Pomiary elektryczne i elektroniczne

Imi¢ 1 nazwisko

Temat ¢wiczenia: Nr ¢w Klasa Grupa Zespot
Wzmacniacz JFET i MOSFET w 19 2TZ
ukladzie ze wspolnym zZrodlem. Data OCENY

wykonania | Samoocena | Wykonanie Ogo6lna

CEL CWICZENIA;

Rys. 9-1-6 Wzmacniacz FET pracujgcy w Rys. 9-1-7 Schemat montazowy (modut KL-25005 blok c)
uktadzie OS z polaryzacja automatyczng
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A. Wzmacniacz JFET w ukladzie ze wspolnym zZrodlem i polaryzacja automatyczna
1 Ustawi¢ modut KL-25005 na module KL-22001 (modut edukacyjny laboratorium z podstawowych uktadow
elektrycznych), poczym zlokalizowa¢ blok c,

2. Wykonac potaczenia postugujac si¢ uktadem pomiarowym przedstawionym na rys. 9-1-6 i schematem
montazowym przedstawionym na rysunku 9-1-7 (z wyjatkiem wtyku mostkujacego oznaczonego symbolem #). Do
modutu KL-25005 doprowadzi¢ napigcie state +12V z zasilacza o napigciu ustawionym na state znajdujacego si¢ w
module KL-22001. Rezystor R12 (3,3 kQ) jest teraz rezystorem Rp

3. Postugujac si¢ woltomierzem napigcia statego zmierzy¢ i zapisa¢ w tablicy 9-1-1 napiecia Vps, Vgs 1 Vp.

4. Do wyprowadzen wejsciowych IN (TP1) doprowadzi¢ z generatora funkcyjnego znajdujacego si¢ w module KL-
22001 sygnat sinusoidalny o czestotliwosci 1 kHz, Do wyprowadzen wyjsciowych OUT1 (TP5) dotaczy¢
oscyloskop.

5. Stopniowo zwigksza¢ amplitud¢ sygnatu sinusoidalnego az do momentu, gdy przebieg wyswietlany przez
oscyloskop jeszcze nie jest odksztatcony. Zmierzy¢ i zapisa¢ w tabeli 9-1-1 przebieg na wejsciu IN oraz przebieg na
wyjsciu OUT1. Poréwnac ze sobg sygnaty wejsciowy 1 wyjsciowy. Obliczy¢ wzmocnienie Av.

6. Usuna¢ wtyk mostkujacy taczacy rezystor R12 (3,3 kQ) z drenem. Umiesci¢ w uktadzie wtyk mostkujacy
0znaczony symbolem #, aby zmieni¢ rezystancje Rp z R13 na R16 (6,8 kQ).

7. Przywrocié rezystor Rp = R12 (3,3 kQ) i odigczy¢ kondensator C3 (22 uF), a nastgpnie powtorzy¢ kroki od 3 do 5
niniejszej procedury.
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B. Wzmacniacz z tranzystorem JFET ze wspolnym zrodlem i polaryzacjg za po moca dzielnika napiecia

1 Wykona¢ potaczenia postugujgc si¢ uktadem pomiarowym przedstawionym na rys. 9-1-8 i schematem
montazowym przedstawionym na rysunku 9-1-9. Do modutu KL-25005 doprowadzi¢ napigcie state +12V z zasilacza
0 napigciu ustawionym na state znajdujgcego si¢ w module KL-22001.

2. Postugujac si¢ woltomierzem napigcia stalego zmierzy¢ i zapisa¢ w tablicy 9-1-2 napiecia Vps, 1 Vg

3. Do wyprowadzen wejsciowych IN (TP1) doprowadzi¢ z generatora funkcyjnego znajdujacego si¢ w module
KL-2200 1 sygnat sinusoidalny o czgstotliwosci 1 kHz. Do wyprowadzen wyj$ciowych OUT1 (TP5) dotaczy¢
oscyloskop.

4. Stopniowo zwigksza¢ amplitude sygnatu sinusoidalnego az do momentu, gdy przebieg wyswietlany przez
oscyloskop jeszcze nie jest odksztalcony. Zmierzy¢ i zapisa¢ w tablicy 9-1-2 przebieg na wejéciu IN oraz przebieg na
wyjsciu OUT1. Poréwnac ze sobg sygnaly wejsciowy 1 wyjsciowy. Obliczy¢ wzmocnienie Ay.

5. Odtaczy¢ kondensator C3 usuwajac z uktadu wtyk mostkujacy oznaczony symbolem #, a nastepnie powtorzy¢
kroki od 2 do 4 niniejszej procedury.

Rys. 9-1-8 Wzmacniacz FET pracujacy w uktadzie Rys. 9-1-9 Schemat montazowy (modut KL.-25005 blok c)
OS z polaryzacja za pomocg dzielnika napigcia.
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A. Wzmacniacz MOSFET w ukladzie ze wspdélnym zrdédlem i polaryzacja automatyczng.

1. Ustawi¢ modut KL-25005 na module KL-22001 (modut edukacyjny laboratorium z podstawowych uktadéw

elektrycznych), poczym zlokalizowa¢ blok d. Wykona¢ potaczenia postugujac si¢ ukladem pomiarowym

przedstawionym na rys. 9-3-2 i schematem montazowym przedstawionym na rysunku 9-3-3. Do modutu KL-25005

doprowadzi¢ napigcie state +12 V z zasilacza o napigciu ustawionym na state znajdujacego si¢ w module KL-22001.

2. Do wyprowadzen wejsciowych IN

doprowadzi¢ z generatora funkcyjnego

znajdujacego si¢ w module KL-22001

sygnal sinusoidalny o czestotliwosci

v Lo 1 kHz. Do wy prowadzen wyjsciowych

| OUT dotaczyé oscyloskop.

3. Stopniowo zwicksza¢ amplitude

sygnatu sinusoidalnego az do momentu,

gdy przebieg wy$wietlany przez

oscyloskop jeszcze nie jest odksztatcony.

. Zmierzy¢ i zapisa¢ w tablicy 9-3-1

. przebieg na wejsciu IN oraz przebieg na

wyj$ciu OUT. Poréwna¢ fazy sygnatéw
ouT wejsciowego 1 wyjsciowego. Obliczyé

Wyjscie . ‘ et | wzmochienie Ay.

{1 4. Odtaczy¢ kondensator C7 (22 uF),
usuwajac wtyk mostkujacy oznaczony
Vipp sy_mbo_le_m. #, a nastgpnie powtorzy¢ kroki
" Réinica faz migdzy 2 i 3 niniejszej procedury.
wejéciemn a wyjéciem Tablica 9-3-1

CT7=22 +F cijest odlaczony

IN |

PR

Rys. 9-3-2 Wzmacniacz typu MOSFET Rys. 9-3-3 Schemat montazowy (modut KL-25005 blok d)
pracujacy w uktadzie z OS z polaryzacja
automatyczng

biok d

B. Wzmacniacz MOSFET pracujacy w ukladzie ze wspolnym zrodlem z polaryzacja za pomoca dzielnika
napiecia

1. Wykona¢ potgczenia postugujgc si¢ uktadem pomiarowym przedstawionym na rys. 9-3-4 i schematem
montazowym przedstawionym na rysunku 9-3-5. Do modutu KL-25005 doprowadzi¢ napigcie state +12 V z
zasilacza o napi¢ciu ustawionym na state znajdujacego si¢ w module KL 22001

2 Do wyprowadzen wejsciowych IN doprowadzi¢ z generatora funkcyjnego znajdujacego si¢ w module KL-22001
sygnat sinusoidalny o czg¢stotliwosci 1 kHz. Do wyprowadzen wyjsciowych OUT dotaczy¢ oscyloskop.

3. Stopniowo zwigksza¢ amplitud¢ sygnatu sinusoidalnego az do momentu, gdy przebieg wyswietlany przez
oscyloskop jeszcze nie jest odksztatcony. Zmierzy¢ zapisa¢ w tablicy 9-3-2 przebieg na wejsciu IN oraz przebieg na
wyjsciu OUT. Porowna¢ fazy sygnatéw wejsciowego 1 wyjsciowego. Obliczy¢ wzmocnienie Ay,.

4 Odtaczy¢ kondensator C7 (22 uF) usuwajac wtyk mostkujgcy oznaczony symbolem #, a nastepnie powtorzy¢ kroki
2 i 3 niniejszej procedury
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Rys. 9-3-4 Wzmacniacz z tranzystorem MOSFET Rys. 9-3-5 Schemat montazowy (modut KL-25005 blok d)
w uktadzie OS z polaryzacja za pomocg dzielnika
napiecia
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